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(57) Мікроелектронний сенсор швидких нейтронів,
що містить чутливий до радіації нейтронів біполя-
рний транзистор, джерело постійної напруги, який
відрізняється тим, що в нього введено чутливий
до радіації нейтронів другий біполярний транзис-
тор, перший, другий і третій резистори, індуктив-
ність, ємність і друге джерело постійної напруги,
причому, перший полюс першого джерела постій-
ної напруги з'єднаний з першим виводом першого
резистора, а другий вивід першого резистора під-
ключений до бази першого чутливого до радіації

нейтронів біполярного транзистора, колектор якого
з'єднаний з першим виводом другого резистора і
першим виводом індуктивності, який утворює пер-
шу вихідну клему, при цьому другий вивід індукти-
вності з'єднаний з першим виводом ємності і пер-
шим полюсом другого джерела постійної напруги,
а другий полюс другого джерела постійної напруги
підключений до другого виводу ємності, до другого
виводу третього резистора, колектора другого чу-
тливого до радіації нейтронів біполярного транзис-
тора і другим полюсом першого джерела постійної
напруги, що утворюють загальну шину, до якої
підключена друга вихідна клема, при цьому пер-
ший вивід третього резистора з'єднаний з другим
виводом другого резистора і базою другого чутли-
вого до радіації нейтронів біполярного транзисто-
ра, емітер якого з'єднаний з емітером першого
чутливого до радіації нейтронів біполярного тран-
зистора

Винахід належить до області контрольно-
вимірювальної техніки і може бути використаний
як сенсор швидких нейтронів в різноманітних при-
строях атомної енергетики

Відомий пристрій для виміру потоку ядерного
випромінювання [заявка РФ №92006418, кл
С01Т1/02, 1992] Пристрій містить джерело жив-
лення, детектори, схему вимірювання потужності
дози При цьому схема вимірювання потужності
дози виконана у вигляді пристрою вибору режиму
роботи і контролера, а в якості детектора викорис-
тано газонаповнений лічильник

Недоліком такого пристрою є низька чутли-
вість, особливо в області малих потужностей яде-
рного випромінювання, що обумовлено значними
власними шумами газонаповненого лічильника і
нелінійним характером градуйованої характерис-
тики

Найбільш близьким технічним рішенням до
даного винаходу можна вважати сенсор швидких
нейтронів [див И М Викулин, В И Стафеев Физи-
ка полупроводниковых приборов -М Радио и
связь, 1990 С 114-115] Пристрій складається з
чутливого до радіації нейтронів біполярного тран-

зистора, джерела постійної напруги і вольтметра
Зміна дози швидких нейтронів фіксується за змі-
ною вихідної напруги чутливого до радіації нейт-
ронів біполярного транзистора

Недоліком такого пристрою є низька чутли-
вість, особливо в області малих доз швидких ней-
тронів, що обумовлено незначною зміною часу
життя носив заряду від дози нейтронів у чутливому
до радіації нейтронів біполярному транзисторі

В основу винаходу поставлена задача ство-
рення мікроелектронного сенсора швидких нейт-
ронів, в якому за рахунок введення нових блоків і
зв'язків МІЖ НИМИ досягається підвищення чутли-
вості виміру дози швидких нейтронів

Поставлена задача вирішується тим, що в
пристрій, який складається із чутливого до радіації
нейтронів біполярного транзистора і джерела по-
стійної напруги, введено чутливий до радіації ней-
тронів другий біполярний транзистор, перший,
другий і третій резистори, індуктивність, ємність і
друге джерело постійної напруги, що дало змогу
замінити перетворення дози швидких нейтронів у
напругу у відомому пристрої на перетворення дози
швидких нейтронів у частоту у запропонованому
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пристрої, причому, перший полюс першого джере-
ла постійної напруги з'єднаний з першим виводом
першого резистора, а другий вивід першого резис-
тора підключений до бази першого чутливого до
радіації нейтронів біполярного транзистора, колек-
тор якого з'єднаний з першим виводом другою
резистора і першим виводом індуктивності, який
утворює першу вихідну клему, при цьому другий
вивід індуктивності з'єднаний з першим виводом
ємності і першим полюсом другого джерела по-
стійної напруги, а другий полюс другої о джерела
постійної напруги підключений до другого виводу
ємності, до другого виводу третього резистора,
колектора другого чутливого до радіації нейтронів
біполярного транзистора і другим полюсом першо-
го джерела постійної напруги, що утворюють зага-
льну шину, до якої підключена друга вихідна кле-
ма, при цьому перший вивід третього резистора
з'єднаний з другим виводом другого резистора і
базою другого чутливого до радіації нейтронів бі-
полярного транзистора, емітер якого з'єднаний з
емітером першого чутливого до радіації нейтронів
біполярного транзистора

Використання запропонованого мікроелект-
ронного сенсора швидких нейтронів суттєво під-
вищує чутливість пристрою за рахунок викорис-
тання ємнісного елемента коливального контуру у
вигляді чутливих до радіації нейтронів першого і
другого біполярних транзисторів Зміна величини
дози швидких нейтронів, яка діє на чутливі до ра-
діації нейтронів перший і другий біполярні транзи-
стори, викликає зміну ємності коливального конту-
ру, що приводить до зміни резонансної частоти,
при цьому можлива лінеаризація функції перетво-
рення шляхом вибору величини напруги живлен-
ня

На креслені (див фіг) подано схему мікроеле-
ктронного сенсора швидких нейтронів Пристрій
містить перше джерело-постійної напруги 1, яке
через резистор 2 підключено до чутливих до раді-
ації нейтронів біполярних транзисторів 3 і 4, пара-
лельно колекторам яких підключено послідовне
коло з другого резистора 5 і третьою резистора 6
Індуктивність 7 підключена до колектора першого
чутливого до радіації нейтронів біполярного тран-
зистора 3 і другим виводом з'єднана з ємністю 8,
яка підключена паралельно другому джерелу по-
стійної напруги 9 Вихід пристрою утворений коле-
ктором першого чутливого до радіації нейтронів
біполярного транзистора 3 і загальною шиною

Мікроелектронний сенсор швидких нейтронів
працює таким чином В початковий момент часу
доза швидких нейтронів не діє на чутливі до раді-
ації нейтронів перший і другий біполярні транзис-
тори 3 і 4 Підвищенням напруги джерела постійної
напруги 1 і джерела постійної напруги 9 до вели-
чини, коли на електродах колектор-колектор чут-
ливих до радіації нейтронів біполярних транзисто-
рів 3 і 4 виникає від'ємний опір, який приводить до
виникнення електричних коливань у контурі, утво-
рених паралельним включенням повного опору з
ємнісним характером на електродах колектор-
колектор чутливих до радіації нейтронів біполяр-
них транзисторів 3 і 4 та індуктивності 7 Ємність 8
запобігає проходженню змінного струму через
джерело постійної напруги 9 При наступній дії
дози швидких нейтронів на чутливі до радіації ней-
тронів біполярні транзистори 3 і 4 змінюється єм-
нісна складова повного опору на електродах коле-
ктор-колектор чутливих до радіації нейтронів
біполярних транзисторів 3 і 4, що викликає зміну
резонансної частоти коливального контуру
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